




































专利名称(译) 晶体管，具有该晶体管的有机发光显示器，以及制造有机发光显示器的方法

公开(公告)号 US20160148986A1 公开(公告)日 2016-05-26

申请号 US14/919666 申请日 2015-10-21

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 LEE KYOUNGWON
KHANG YOONHO
CHA MYOUNGGEUN
SHIN YOUNGKI
JEONG WOONGHEE

发明人 LEE, KYOUNGWON
KHANG, YOONHO
CHA, MYOUNGGEUN
SHIN, YOUNGKI
JEONG, WOONGHEE

IPC分类号 H01L27/32 G09G3/32 H01L51/00 H01L29/786 H01L51/56 H01L51/52

CPC分类号 H01L27/3262 H01L51/56 H01L51/5237 H01L51/0027 H01L29/78645 G09G2310/0278 G09G3/3233 
G09G3/3283 G09G2300/0809 G09G2300/0426 H01L29/78675 G09G2300/0842 H01L27/3265 H01L29
/6675 H01L29/78696 H01L27/32 H01L29/786 Y02B20/36

优先权 1020140166650 2014-11-26 KR

其他公开文献 US10573698

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种晶体管，包括在基础衬底上的多晶硅层，包括沟道区，第一离子掺
杂区，第二离子掺杂区，沟道区位于第一和第二离子掺杂区之间，沟道
中晶粒的平均尺寸区域大于第一和第二离子掺杂区域中的晶粒的区域，
与沟道区域绝缘并重叠的第一栅电极，与第一栅电极绝缘并与沟道区域
重叠的第二栅电极，中间绝缘层在所述第二栅电极上，所述中间绝缘层
上的源电极连接到所述第一离子掺杂区，以及所述中间绝缘层上的漏电
极并连接到所述第二离子掺杂区。
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